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Abstract of DE4308375 
Hall effect device having a thin Hall element 
(10) which has at least one hole or window 
and is correspondingly bounded by one outer 
and at least one inner edge (1 Oa, 1 0b). A 
preferred embodiment which is free from 
cunrent-associated voltage interference, has a 
first pair of current connections (A, B) at two 
opposite places on the outer edge (10a); a 
second pair of current connections (1 , 2) at 
two opposite places on the inner edge (10b); 
at least a first pair of Hall-voltage connections 
(C, E) at two opposite places on the outer 
edge (10a), between the current connections 
(A, B) of the first pair; and/or at least a second 
pair of Hall-voltage connections (3, 5) at two 
opposite places on the Inner edge (10b). 
between the current connections (1 . 2) of the 
second pair. The currents (IA,B, H ,2) fed to 
the current connections can be measured so 
that no spurious voltages caused^by internal 
voltage drops result at the Hall-voltage* ^' ^ / 
connections. 
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Prufungsantrag gem. § 44 PatG ist gestellt 

(§) Storspannungskompensierte Halleffekt-Einrichtung 

<§) Halleffekt-Einrichtung mit einem dunnen Hallelement (10), 
das mindestens ein Loch oder Fenster aufweist und dement- 
sprechend durch einen au&eren und mindestens einen 
inneren Rand (10a, 10b) begrenzt ist. Eine bevorzugte 
Ausfuhrungsform, die frei von strombedingten Storspannun- 
gen ist, hat ein erstes Paar von Stroma nsch I ussen (A, B) an 
zwei entgegengesetzten Stellen des auSeren Randes (10a); 
ein zweites Paar von Stromanschlussen (1, 2) an zwei 
entgegengesetzten Stellen des inneren Randes (10b); min- 
destens ein erstes Paar von Hallspannungsanschlussen (C, 
E) an zwei entgegengesetzten Stellen des auSeren Randes 
(10a) zwischen den Stromanschlussen (A, B) des ersten 
Paares; und/oder mindestens ein zweites Paar von Hallspan- 
nungsanschlussen (3, 5) an zwei entgegengesetzten Stellen 
des inneren Randes (10b) zwischen den Stromanschlussen 
(1, 2) des zweiten Paares. Die den Stromanschlussen 
zugefijhrten Strome (1^ g, I, konnen so bemessen werden; 
daS an den Hallspannungsanschlussen keine durch interne 
Spannungsabfalle verursachte Fehlerspannungen entstehen. 
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Die vorliegende Erfindung geht aus von einer Hallef- 
fekt-Einrichtung mit einem dunnen, rahmenformigen 
HallplSlttchen oder Hallelement, das mil StromanschlQs- 
sen und Hallspannungsanschlussen kontaktiert ist 

Bringt man einen vom Strom I durchflossenen strei- 
fenffirmigen, im Vergleich zu seiner Breite dunnen elek- 
trischen Leiter ("HallelementT in ein Magnetfeld B*, das 
eine auf der Leiterebene senkrecht stehende Kompo- 
nente aufweist, so entsteht aufgrund des sogenannten 
Halleffektes zwischen den seitlichen Randern des strei- 
fenformigen Leiters eine Spannung, die sogenannte 
Hall-Spannung 

AH-I-B*/d (1) 

wobei Ah der Hall-Koeffizient, 

Ah = r/(n.e) (2) 

ist Hierin bedeuten 

B* « magnetische Feldstarke, 

d = Dicke des Leiters, 

r = von der Beweglichkeit der Ladungstrager abhangi- 
ger Faktor, 

n = Dichte der LadungstrSLger, 
e == Elementarladung. 

Der Hall-Effekt wird in der Wissenschaft und Technik 
fOr die verschiedensten Zwecke nutzbar gemacht, z. B. 
fur robuste Magnetometer, magnetfeldbetatigte Schal- 
ter, Positionssensoren und neuerdings auch fur hochpra- 
zise Widerstandsstandards, bei dem der Quanten-Hall- 
effekt ausgenutzt wird, siehe z. B,: die Verdffentlichun- 
gen von Popovi6 in "Sensors and Actuators" 10 (1986) 
347— 378 und 17.(1989)39-53. 

Im einfachsten Falle enthalt eine Halleffekt-Einrich- 
tung einen moglichst dtinnen, rechteckigen oder strei- 
fenformigen elektrischen Leiter ("Hallelement**). Es sind 
ferner magnetfeldabhangige Widerstande (Haliwider- 
stande) bekannt, die einen diinnen, ringformigen Leiter 
enthalten, der am Innenrand und am AuBenrand jeweils 
mit einem sich tiber den ganzen Rand oder nur einen' 
Teil des Randes erstreckenden AnschluB versehen ist 
(Corbino- bzw. Quasi-Corbino-Konflguration) 
Aufgrund der Gleichung (1) konnte man annehmen, daB 
die Empfindlichkeit einer Halleffekt-Einrichtung, also 
das Verhaltnis von Hallspannung zu magnetischer Feld- 
starke, durch Erhdbung des Stromes I beliebig gestei- 
gert werden konnte. In der Praxis zeigt es sich jedoch, 
daB durch Stdreffekte, insbesondere mangelhafte Aus- 
richtung der Anschlusse (Positionsfehler) und Inhomo- 
genitaten des Leitermaterials sehr schnell eine Grenze 
erreicht wird, da diese Unvollkommenheiten einen wi- 
derstandsbedingten Spannungsabfall und damit auch 
ohne Einwirkung eines Magnetfeldes eine Fehlerspan- 
nung an den Hallspannungsanschlussen verursachen. 
Wenn die Hallspannung bei schv/achen Magnetfeldern 
in die GroCenordnung dieser Fehlerspannungen ge- 
langt, ist eine ordnungsgemaBe Messung offensichtlich 
nicht mehr moglich. 

Es sind bereits verschiedene MaBnahmen zur Beseiti- 
gung oder Kompensation dieser Fehlerspannungen be- 
kannt. Das einfachste Verfahren besteht darin, das Si- 
gnal an den Hallspannungsanschlussen bei zwei entge- 
gengesetzten Richtungen des Magnetfeldes zu messen, 
wobei dann die Fehlerspannung durch Subtraktion der 
gewohnenen Signale eliminiert werden kann. In der Pra- 



xis ist eine Umkehr der Magnetfeldrichtung jedoch sehr 
schwer durchfuhrbar. Ein anderes, etwas komplizierte- 
res Verfahren arbeitet mit einem Austausch der Strom- 
anschlusse und der Hallspannungs-Anschliisse ohne 
5 Feldumkehr. Hier werden auBer einer Bildung der Si- 
gnaldifferenz relativ komplizierte Umschalter benotigt. 
SchlieBIich ist es bekannt, die Fehlerspannungen durch 
Verwendung gegeneinandergeschalteter, gepaarter 
Halleffekt-Einrichtungen zu kompensieren. Es ist je- 

10 doch wegen der praktisch unvermeidlichen Materialin- 
homogenitaten kaum moglich, genau gleiche Hallele- 
mente herzustellen, auch wenn diese auf dem gleichen ' 
Substrat gebildet werden. AuBerdem benStigen solche 
Anordnungen die doppelte Flache und Leistung. 

15 Fur manche Anwendungen, wie z. B. die Messung von 
drtlich veranderlichen Magnetfelder, wie Gradienten- 
feldem, werden ebenfalls bessere, insbesondere einfa- 
chere, genauere und funktionsttichtigere Halleffekt-Ein- 
richtungen benotigt. 

20 Der vorliegenden Erfindung liegt ausgehend yon die- 
sem Stand der Technik die Aufgabe zugrunde, Hallef- 
fekt-Einrichtungen mit neuartigen Konfigurationen an- 
zugeben, mit denen die oben erwahnten widerstandsbe- 
dingten Fehlerspannungen auf einfache Weise verraie- 

25 den und andere MeBaufgaben gelost werden konnen. 
Diese Aufgabe wird bei einer Halleffekt-Einrichtung 
mit den im Oberbegriff des Anspruchs I angegebenen 
Merkmalen durch die kennzeichnenden Merkmale der 
Anspruche 1 gelost. 

30 Die vorliegende Erfindung beruht auf der Entdek- 
kung, daB bei Halleffekt-Einrichtungen mit einem Hall- 
element, das mindestens ein Loch oder Fenster aufweist 
und dementsprechent durch einen SuBeren Rand und 
mindestens einen inneren Rand begrenzi ist, an dem 

35 Oder jedem inneren Rand eine Hallspannung abgenom- 
men werden kann. 

Das Hallelement hat also mathematisch gesprochen 
die Form eines mehrfach zusammenhangenden Gebie- 
tes, im einfachsten Falle die Form eines zweifach zusam- 

40 menhangenden Gebietes, d. h. daB daB es geschlossene 
ICurven im Gebiet gibt, die nur mit ein- bzw. mehrmali- 
gem Oberschreiten eines Randes zu einem Punkt zu- 
sammengezogen werden konnen. 

Eine bevorzugte zweifach zusammenhangende Kon- 

45 figuration ist die eines rechteckigen Rahmens, der durch 
einen auBeren und einen inneren Rand begrenzt ist. 
Hier konnen Strome jeweils an zwei einander entgegen- 
gesetzten Stellen des auBeren und des inneren Randes 
in das rahmenformige Hallelement injiziert werden und 

50 Hallspannungen konnen an zwei einander entgegenge- 
setzten Stellen des auBeren und/oder des inneren Ran- 
des abgenommen werden. Die injlzierten Strome k6n- 
nen unabhangig voneinander so eingestellt werden, daB 
der resuitierende Strom in der Nahe der Hallspannungs- 

55 anschlusse verschwindet. Dadurch kann auch kein Span- 
nungsabfall im Bereich der HallspannungsanschlOsse 
und damit auch keine widerstandsbedingte Fehlerspan- 
nung auftreten. 

Mit einem Hallelement, das mehrere, in einer Reihe 

60 Oder iiber einen Flachenbereich verteilte L6cher oder 
Fenster aufweist, kannen drtliche Magnetfeldverteilun- 
gen gemessen werden. Am Innenrand jedes Fensters 
kann ein Strom injiziert und eine Hallspannung abge- 
nommen werden und die Fehlerspannungskompensa- 

65 tion kann mittels eines gemeinsamen Stromes erfolgen, 
der am auBeren Rand injiziert wird 

Die vorliegenden Halleffekt-Einrichtungen zeichnen 
sich dementsprechend durch eine vielseitige Verwend- 



BNSDOCID: <0E. . 4308375A1 I > 



DE 43 08 375 Al 



barkeit aus. Die Verlustleistung und dementsprechend 
das thermische Rauschen sind niedrig; die. Empfindlich- 
keit ist mindestens zwei GrdBenordnungen hoher als die 
vcrglcichbarer Halleffekt-Einrichtung und wegen der 
Ausschaltung der widerstandsbedingten Storspannun- 5 
gen ist auch die Temperaturabhangigkeit des Hallspan- 
nungssignals klein. 

Die Erfindung soil nun unter Bezugnahme auf die 
Zeichnungen naher eriautert werden, dabei werden 
noch weitere Vorteile und Merkmale der Erfindung zur 10 
Sprache kommen. Es zeigen: 

' Fig. 1 eine schematische Darstellung ciner Halleffekt- 
Einrichtung gemaB einer ersten Ausfiihrungsform der 
Erfindung; 

Fig. 2 eine schematische Darstellung einer storspan- 15 
nungskompensierten Halleffekt-Einrichtung gemaB ei- 
ner zweiten Ausfuhrungsform der Erfindung mit einer 
Stromversorgungsschaltung» die zwei getrennte Strom- 
quellen enthalt; 

Fig. 3a bis 3f Diagramme zur Erlauterung der Ar- 20 
beitsweise der Einrichtung gemaB Fig. 2 und 

Fig. 4 bis 7 weitere Ausfuhrungsbeispiele von Hallef- 
fekt-Einrichtungen gemaB der Erfindung, 

Bei alien Halleffekteinrichtungen, die im Folgenden 
beschrieben werden, wirkt im Betrieb auf das Hallele- 25 
ment ein Magnetfeld ein, das auf der Ebene des Hallele- 
ments senkrecht steht oder zumindest eine auf der Ebe- 
ne des Hallelements senkrecht stehende Komponente 
hat. 

Die in Fig. 1 schematisch dargestellte Halleffekt-Ein- 30 
richtung enthalt ein Hallelement 10, also einen dunnen, 
praktisch zweidimensionalen Leiter, der die Form eines 
langlichen, rechteckigen Rahmans hat, welcher durch 
einen ^uBeren Rand 10a und einen inneren Rand 10b 
begrenzt ist und streifenformige Seiten gleicher Breite 35 
hat. An zwei einander entgegengesetzten Seiten des in- 
neren Randes 10b sind zwei Stromanschlusse 1 und 2 
angeordnet, die mit einer Stromquelle 12 gekoppelt 
sind. welche eine Spannungsquelle 16 und einen dieser 
in Reihe geschaltetcn Widerstand R enthalt Am inneren 40 
Rand 10b ist mindestens ein Paar Hallspannungsan- 
schliisse (bei dem dargestellten Ausfuhrungsbeispiel 
zwei Paare von Hallspannungsanschlussen 3—5 und 
4—6) angeordnet, an dem eine Hallspannung entspre- 
chend einem auf das Hallelement einwirkenden Ma- 45 
gnetfeld abgenommen werden kann. 

Das Hallelement 10 kann in Qblicher Weise ausgebii- 
det sein. Eine praktisch zweidimensionale leitende 
"Elektronengas^-Schicht (Dicke ca. 10 nm) liefert be- 
stimmte epitaktische Heterostrukturen, z. B. GaAs auf 50 
AlGaAs. Die Ladungstragerdichte betr^gt in diesem 
Fall ca. 10'^ cm"^. Das Hallelement kann auch aus einer 
dunnen (z. B. 2 jxm dicken) dotierten Siliciumschicht 
(TrSgerdichte etwa 10^^ cm"-^ bestehen. Die Breite der 
streifenformigen Seiten des rahmenformigen Hallele- 55 
ments 10 kann beispielsweise 300 nm betragen. 

Bei diesem und alien folgenden Ausfiihrungsbeispie- 
len kann anstelle der dargestellten Rechteckrahmen- 
konfiguration auch irgend eine andere hinsichtlich des 
Hall-Effektes topologisch gleichwertige Konfiguration so 
verwcndet werden. Auch fur die Stromquelle kann jede 
Einrichtung verwendet werden, die einen geeigneten, 
insbesondere zeitlich konstanten Strom mit vorzugs- 
weise einstellbarer Starke zu liefern vermag. 

Bei der stSrspannungskompensierten Halleffektein- 55 
richtung gemaB Fig. 2 sind zusatzlich zu den in Verbin- 
dung mit Fig. 1 erwahnten Komponenten auch am au- 
Beren Rand 10a Stromanschlusse A und B vorgesehen. 



die mit einer zweiten Stromquelle 14 gekoppelt sind. 
AuBerdem ist am aufieren Rand 10a und/oder am inne- 
ren Rand 10b mindestens ein Paar von Hallspannungs- 
anschlQssen C-E und/oder D-F und/oder 3-5 und/oder 
4-6 vorgesehen. Die Abstande von einem Stroman- 
schluB zu den Hallspannungsanschlussen eines Paares 
sind gleich und groB im Vergleich zum Abstand benach- 
barter Stromanschlusse A — 1 bzw. B — 2. Der Strom 
lu hzw. Ia,b mindestens einer der beiden Stromquellen 
12. 14isteinstellbar. 

Die Hallspannung zwischen den Hallspannungsan- 
schlussen C— E bzw. D-F hangt hinsichtlich des injizier- 
ten Stromes ausschiieBlich vom Strom Ia,b ab. Die Hall- 
spannung zwischen den Hallspannungsanschlussen 3— 5 
bzw. 4— 6 hangt hinsichtlich des injizierten Stromes aus- 
schiieBlich vom Strom ab. Man kann diese beiden 
Strome einander Uberlagern, so daB die Bereiche in den 
langen Schenkeln des Hallelements, an deren Randern 
die Hallspannungsanschliisse 3—6 bzw. C— F ange- 
bracht sind, praktisch stromlos sind und daher zwischen 
den zugehorigen Hallspannungsanschlussen keine 
strombedingten Fehlerspannungen auftreten konnen. 

Der Effekt dieser Oberlagerung ist in den Fig. 3a bis 
3f dargestellt Die Messungen wurden mit einem Hall- 
element der in Fig. 2 dargestellten Konfiguration durch- 
gefuhrt, das aus einer GaAs-Epischicht bestand (n29K. = 
2,210^7^,^^-3). Der Strom Ia.b wurde auf 0.1 mA kon- 
stant gehalten. 

Fig. 3a zeigt das Hallspannungs-Signal V4,6 in mV in 
Abhangigkeit von der magnetischen Feldstarke B* in 
Milli-Tesla, Parameter Ii^ in Schritten von 0,05 mA. 
Man beachte die geringe Neigung, die sich mit l\2 an- 
dert 

Fig. 3b) zeigt V4.6 in Abhangigkeit von bei B* = 0. 
Dieses Signal stellt die durch den Widerstands-Span- 
nungsabfall im Hallelement verursachte Fehlerspan- 
nung dar. Man beachte, daB die Fehlerspannung prak- 
tisch verschwindet, wenn Ii^ = — Ia,b = 0,1 mA ist. 

Fig. 3c) zeigt das fehlerspannungskompensierte Hall- 
spannungssignai 

dV4,6 = (V4^ + B]-V4.6[-B])/2 (3) 

zwischen den Innenrand-Hallspannungsanschlussen 4 
und 6 in Abhangigkeit von B*, Parameter Ii^ in Schrit- 
ten von 0,05 mA. Man beachte, daB dV4.6 verschwindet, 
wenn = 0 ist und daB es nur von Ii^ proportional 
abhangig ist. dV4,6 ist auch unabhangig von Ia.b. 

Fig. 3d) zeigt dss fehlerspannungskompensierte Hall- 
spannungssignal 

dVD.F = (Vd,F[+B]- VD.Ft-B])/2 (4) 

zwischen den AuBenrand-Hallspannungsanschlussen D 
und F, Man beachte, daB dVD,F sich bei Anderungen von 
Ii^ nicht andert 

Fig. 3e) zeigt die Abhangigkeit von Vd.f von B*, Pa- 
rameter Ii^ in Schritten von 0,05 mA. Die geringe positi- 
ve Steigung ist unabhangig von Anderungen des Stro- 
mes Ii^ 

Fig. 3f) zeigt die Abhangigkeit von Vd,f von Ii^ bei 
B* = 0, d. h. die durch interne Spannungsabfaile verur- 
sachte Fehlerspannung am AuBenrand des Hallele- 
ments 10. Diese Fehlerspannung verschwindet praktisch 
bei lu = — Ira.b = 0,1 mA wie bei Fig. 3b. 

Bei Fig. 2 wurde das Hallelement I, 2 von zwei ge- 
trennten Stromquellen 12, 14 uber die Stromanschlusse 
A, B und 1, 2 mit Strdmen Ia,b bzw. gespeisL Die 
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Fig. 4 bis 6 zeigen AusfOhrungsbeispiele von storspan- 
nungsfreien Halleffekt-Einrichtungen getnafi der Erfin- 
dung, die nur eine einzige Energiequelle zur Stromver- 
sorgung enthalten. 

Die Halleffekt-Einrichtung gemaB Fig. 4 enthalt eine 5 
Energieversorgung mit einer Spannungsquelle 16 und 
zwci Widerstandcn Rl und R2. Der eine Pol der Span- 
nungsquelle 16 ist mit den Stromanschlussen 3 und 1 
verbunden, wahrend der andere Pol iiber den Wider- 
stand Rl mit dem StromanschluB A und uber den Wi- 10 
derstand R2 mit dem StromanschluB 2 gekoppelt ist 

Die Halleffekt-Einrichtung gemaB Fig. 5 enthalt zur 
Energieversorgung eine Spannungsquelle 16 sowie ei- 
nen Widerstand R, die in Reihe zwischen die Stroman- 
schlusse 1 und A geschaltet sind. Hier kann an den mit 15 
dem Innenrand verbundenen HalispannungsanschlQs- 
sen 3—5 und/oder 4—6 und/oder den mit dem AuBen- 
rand verbundenen HallspannungsanschlQssen C-E und/ 
Oder D— F ein Hallspannungssignal abgenommen war- 
den. 20 

Bei der Ausfiihrungsform gemaB Fig. 6 enthalt die 
Stromversorgungsschaltung eine Spannungsquelle 16 
und zwei Widerstande Rl, R2. Der eine, hier negative 
Pol der Spannungsquelle 16 ist mit den Stromanschliis- 
sen B und 2 verbunden. Der andere, positive Pol der 25 
Spannungsquelle 16 ist uber den Widerstand Rl mit 
dem StromanschluB 1 und iiber den Widerstand R2 mit 
dem StromanschluB A verbunden. Im ubrigcn entspre- 
chen die Halleffekt-Einrichtungen gemaB den Fig. 4 bis 
6 denen gemHQ Fig. 1 und 2, so daB sich eine weitere 30 
ErlSuterung erubrigt. 

Die Halleffekt-Einrichtung gemaB Fig. 7 hat ein lang- 
liches Hallelement mit mehreren, hier drei in einer Rei- 
he angeordneten Ldchern oder Fenstern, es hat daher 
einen AuBenrand 10a sowie drei Innenr&nder lObl, 35 
10b2, 10b3. An zwei entgegesetzten Stellen des AuBen- 
randes sind zwei Stromanschliisse A und B vorgesehen, 
die mit einer Stromquelle 14 verbunden sind. Die Innen- 
rander sind jeweils mit einem Paar von Stromanschlus- 
sen la, 2a bzw. lb, 2b, bzw. Ic, 2c, die mit zugehorigen, 40 
einstellbaren Stromquellen 12a bzw. 12b bzw. 12c ge- 
koppelt sind, und mindestens einem Paar von Hallspan- 
nungsanschlQssen 3a, 5a bzw. 3b. 5b bzw 3c, 5c kontak- 
tiert Die Funktionsweise ist analog der gemaB Fig. 2. 

Die beschriebenen Einrichtungen lassen sich in ver- 45 
schiedener Weise abwandeln. Fig. 7 laBt sich z. B. ent- 
sprechend den Fig. 1 und 4 bis 6 abwandeln und es 
kdnnen auch nur zwei oder mehr als drei Fenster vorge- 
sehen sein und die Fenster konnen in bciiebiger Anord- 
nung im Hallelement verteilt sein. 50 

Patentanspruche 

1. Halleffekt-Einrichtung mit einem diinnen, elek- 
trisch leitfahigen Hallelement (10), das mit Strom- 55 
anschliissen und HallspannungsanschlQssen verse- 
hen ist, 

dadurch gekennzeichnet, daB 

— das Hallspannungselement (10) mindestens 
ein Loch aufweist und dementsprechend durch eo 
einen auBeren und mindestens einen inneren 
Rand (10a, 10b; lObl, 10b2, . . .) begrenzt ist, 

— mindestens einer der StromanschlUsse (1) 
an einem inneren Rand angeordnet ist und 

— mindestens ein Paar von Hallspannungsan- 65 
schlQssen (3—5; C— E) am inneren und/oder 
auBeren Rand vorgesehen ist 

2. Halleffekt-Einrichtung nach Anspruch 1, gekenn- 
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zeichnet durch 

a) ein erstes Paar von Stromanschlussen (A, B) 
an zwei entgegengesetzten Stellen des AuBe- 
ren Randes(lOa); 

b) ein zweites Paar von Stromanschlussen (1, 2) 
an zwei entgegengesetzten Stellen jedes inne- 
ren Randes(10b); 

c) mindestens ein erstes Paar von Hallspan- 
nungsanschlQssen (C, E) an zwei entgegenge- 
setzten Stellen des auBeren Randes (10a) zwi- 
schen den Stromanschlussen (A, B) des ersten 
Paares; und/oder 

d) mindestens ein zweites Paar von Hallspan- 
nungsanschlQssen (3, 5) an zwei entgegenge- 
setzten Stellen des inneren Randes (10b) zwi- 
schen den Stromanschlussen (1, 2) des zweiten 
Paares (Fig. 2). 

3. Halleffekt-Einrichtung nach Anspruch 2, gekenn- 
zeichnet durch eine erste Stromquelle (14), die mit 
den StromanschlQssen (A, B) des ersten Paares ge- 
koppelt ist und eine zweite Stromquelle (12), die mit 
den StromanschlQssen (1»2) des zweiten Paares ge- 
koppelt ist wobei die Polaritaten und GroBen der 
von den Stromquellen gelieferten Strome (rA.B, lu) 
so bemessen sind, daB spannungsabfallbedingte 
Fehlerspannungen an den HallspannungsanschlQs- 
sen verringert werden. 

4. Halleffekt-Einrichtung nach Anspruch 2, gekenn- 
zeichnet durch eine Spannungsquelle (16), deren 
einer AnschluB Qber einen ersten Widerstand (R2) 
mit einem ersten StromanschluB (A) des ersten 
Paares und uber einen zweiten Widerstand (Rl) mit 
einem ersten StromanschluB (1) des zweiten Paa- 
res, der dem ersten StromanschluB (A) des ersten 
Paares benachbart ist gekoppelt ist und deren 
zweiter AnschluB mit den zweiten Stromanschlus- 
sen (B,2) des ersten und des zweiten Paares gekop- 
pelt ist (Fig. 6). 

5. Halleffekt-Einrichtung nach Anspruch 2, gekenn- 
zeichnet durch eine Spannungsquelle (16), einen er- 
sten Widerstand (Rl), der zwischen einen ersten 
AnschluB der Spannungsquelle (16) und einen er- 
sten StromanschluB (A) des ersten Paares geschal- 
tet ist eine Kopplung zwischen einem zweiten An- 
schluB der Spannungsquelle und einem ersten 
StromanschluB (1) des zweiten Paares, der dem er- 
sten StromanschluB (A) des ersten Paares (A) be- 
nachbart ist einen zweiten Widerstand (R2), der 
zwischen den ersten AnschluB der Spannungsquel- 
le und den zweiten StromanschuB (2) des zweiten 
Paares geschaltet ist und eine Kopplung zwischen 
dem zweiten AnschluB der Spannungsquelle (16) 
und dem zweiten StromanschluB (B) des ersten 
Paares (Fig. 4). 

6. Halleffekt-Einrichtung nach Anspruch 1, 
gekennzeichnet durch 

a) einen ersten und einen zweiten Stroman- 
schluB (A,l), die an einander benachbarten 
Stellen des auBeren bzw. des inneren Randes 
(10a, 10b) des Hallelements (10) angebracht 
sind, und 

b) mindestens ein Paar von Hallspannungsan- 
schiussen (3, 5; C— E) , die an einander entge- 
gengesetzten Stellen des inneren und/oder des 
auBeren Randes (10b, 10a) im Abstand vom 
zweiten StromanschluB (1) angeordnet sind 
(Fig. 5) 

7. Halleffekt-Einrichtung nach Anspruch 6. gekenn- 
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zeichnet durch eine Stromquelle (16, R), die mit den 
Stromanschlussen(A,l) gekoppelt ist 
8. Hallef fekt-Einrichtung nach Anspruch 1 , gekenn- 
zeichnet durch ein Paar von Stromanschlussen (1, 2) 
an entgegengesetztcn Stellcn des inneren Randes 5 
(10b) des Hallelements, und mindestens ein Paar 
von Hallspannungsanschliissen (3, 5), die an entge- 
gengesetztcn Stellen des inneren Randes (10b) im 
Absiand von den Stromanschlussen (1, 2) angeord- 
^ net sind(Fig. 1). io 
- 9, Hallcffekt-Einrichtung nach Anspruch 8, gekenn- 
zcichnct durch eine mit den Stromanschlussen (1, 2) 
gekoppelte Stromquelle (16, R). 
10. Halleffekt-Einrichtung nach einem der vorher- 
gehenden Anspruche, gekennzeichnet durch eine 15 
Vorrichiung zum Erzeugen eines auf das Hallele- 
ment einwirkenden Magnetfeldes mit einer zur 
Ebenc des Hallelementes senkrechten Komponen- 
tc 
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